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摘要(译)

提供了一种用于形成电致发光器件的像素的方法。该方法提供了一种基
质;至少限定电容器的第一区域，基板上的晶体管的第二区域和基板上的
有机发光二极管（OLED）的第三区域;在第一区域上形成第一导电层，
第一电介质层，第二导电层，第二电介质层和第三导电层;在第一区域上
方的第二介电层上形成第三导电层;其中，第一区域上的第一导电层直接
连接到电源电压，其中第二导电层电连接到第四导电层，并且其中第一
导电层，第一介电层和第二导电层在第一区域共同形成第一区域，第二
导电层，第二介电层上的第一电容器。
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